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G e / iS 是应变异质结中有代表性的系统之
一
,









生长在 iS ( 0 01 )衬底上的
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, 一 x G e
二
合金作为衬底生长
iS / G e 异质结
,
通过合金衬底的组分控制 is / G
e
的 a/ 值 (即应变程度 )
。


















iS / G e 应变层异质结中
,




a 土 , 和 a /
G ’ 、 a 土 G“
值分别列于表 1
。
3 E 于随 a / 的变化关系
A
、

















入形变和 5 0 分裂后的价带顶
。




B 体材料 (化学 )性
质
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都采用沿 ( 0 0 2 )方
向的 4 个原子层 ( 5 1)
;
( 0 0 1 )和 ( G e )
4
( 0 0 1 )的原胞结构
,
原胞基矢
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a m a n n[
6〕方法得到
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} ( 4 )
其中 N 为原胞数目
, n 一 1~ 8 为价带
, n 一 9 ~ 16 为重要导带
。
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; V Z 是纯 ! 3 2/
,
士
3 / 2 )态
,
V l 和 V 3是 ! 3 / 2
,
士 1 / 2 )态与 ! l / 2
,
士 l / 2 )的混合态
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0 4 e V
,
对于 G
e △。 = 0
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通过式 ( 5) 一 ( 7) 计算得到的价带移动 △E


































图 1 ( a)
、
( b) 分别给出 G
e 和 iS 应变层的 E 界(虚线 )
、
E默点线 )和 E默实线 )等三个参数随平行晶格常
数的变化关系
。






图 1 ( b) 中只给出 E思曲线
。
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和 iS 应变层的 E默虚线 )
、




因为 iS 的 so 分裂戊 很小沼盘与嵘曲线几乎重合
,
图 1 ( b) 中只给出
E畏曲线
从图 1 (
a )和 b( )可以看到
,








a / 的变化趋势与 E昆相同
,
E畏与 E界之间的差













B 材料的价带到平均键能的能距 E畏( E黑
指 E昆
、




















据式 ( 8) 分别得到只考虑形变势作用的价带偏移 △E
, 、
值
,
形变势作用下各分裂价带的价带偏


